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Abstract (en)
The monolithically integrated coils have two loops with a magnetic coupling between them. The coils are parallely connected with a total inductance
for increasing the performance of a monolithically integrated single coil of same inductance. The monolithically integrated coils are used with
monolithically integrated capacitive unit for the formation of an oscillating circuit. Independent claims are also included for the following: (1) a method
for manufacturing a monolithically integrated inductor (2) a monolithically integrated inductor (3) an integrated oscillating circuit with a monolithically
integrated inductor.

Abstract (de)
Monolithisch integrierte Induktivität (10), Verfahren zur Ausbildung und Verwendung zweier monolithisch integrierter Spulen, - mit einer einen
ersten Induktivitätswert (L1) aufweisenden ersten Spule (11), - mit mindestens einer parallel zur ersten Spule (11) geschalteten und einen zweiten
Induktivitätswert (L2) aufweisenden zweiten Spule (12) zur Bildung einer Gesamtinduktivität (L), und - mit Zuleitungen (13a, 13b) zur ersten Spule
(11) und zur zweiten Spule (12), - bei der die erste Spule (11) mindestens zwei in einem Abstand (d) geführte erste Schleifen (11a, 11b) mit einer
Bahnbreite (b) aufweist, - die zweiten Spule (12) mindestens zwei in dem Abstand (d) geführte zweite Schleifen (12a, 12b) mit der Bahnbreite (b)
aufweist. - bei der die ersten Schleifen (11a, 11b) eine magnetische Kopplung (ÉM) ausbilden, und - bei der die zweiten Schleifen (12a, 12b) eine
magnetische Kopplung (ÉM) ausbilden.
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